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小型、1.6A、1.25MHzバック･コンバータ

特　長
● 入力電圧範囲：4.5VDC～8VDC
● 出力電圧：（0.8V～VINの90%）

● 出力電流容量：0A～1.6A

● 1.25MHzの固定スイッチング周波数

● 基準電圧：0.8V ±1%

● 250mΩのNチャネル型MOSFETスイッチを内蔵
● スロープ補償内蔵の電流モード制御

● 内部ソフトスタート

● 内蔵のループ補償

● 短絡保護

● 過熱保護

● 最高92%の高効率

● 小型（3mm×3mm）SONパッケージ

アプリケーション
● ディスク･ドライブ

● セット･トップ･ボックス

● ポイント･オブ･ロード（POL）電源

● ASIC用電源

概　要
TPS40222は、5Vソースを電源として動作するアプリケーション
用に最適化された、固定周波数、電流モードの非同期バック･
コンバータです。内部で決定される動作周波数、ソフトスター
ト時間、制御ループ補償を備えたTPS40222を使用すれば、最
少の外付け部品で数多くの機能を実現できます。
TPS40222は、1.25MHzの周波数で動作し、最大1.6Aの出力負
荷に対応しています。プログラミング可能な出力電圧の最低値
は0.8Vです。TPS40222は、出力短絡という最悪状態が発生し
た場合、コンバータを保護するために周波数フォールドバック
に加えてパルス毎の電流制限を行います。
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オーダー情報 
TJ OUTPUT VOLTAGE PACKAGE PART NUMBER MEDIUM QTY

TPS40222DRPT Small tape and reel 250
–40°C to 125°C Adjustable Plastic SON (DRP)

TPS40222DRPR Large tape and reel 3000

絶対最大定格 

TPS40222 UNIT

BOOST 19

SW (50 ns maximum) –5

VIN Input voltage range SW –2 to 16 V

AVIN, PVIN 10

FB –0.3 to 2

IOUT Output current source SW 3.5 A

TJ Operating junction temperature range –40 to 160

Tstg Storage temperature –65 to 165 °C

Case temperature for 10 seconds per JSTD-020C 260

動作温度範囲内（特に記述のない限り）（1） 

（1）絶対最大定格以上のストレスは、致命的なダメージを製品に与えることがあります。これはストレスの定格のみについて示してあり、 
　　このデータシートの「推奨動作条件」に示された値を越える状態での本製品の機能動作は含まれていません。絶対最大定格の状態に 
　　長時間置くと、本製品の信頼性に影響を与えることがあります。 

MIN NOM MAX UNIT

VIN Input voltage 4.5 8.0 V

IOUT SW node output current 0 1.6 A

TJ Operating junction temperature –40 125 °C

推奨動作条件 

MIN MAX UNIT

Human body model 2500
V

CDM 1500

静電（ESD）保護 

静電気放電対策
これらのデバイスは、限定的なESD（静電破壊）保護機能を

内蔵しています。保存時または取り扱い時に、MOSゲートに
対する静電破壊を防止するために、リード線どうしを短絡して
おくか、デバイスを伝導性のフォームに入れる必要があります。
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特に指定がない限り、TJ = –40°C～125°C、4.5 ≤ VAVIN = VPVIN ≤ 5.5V

PARAMETER TEST CONDITIONS MIN TYP MAX UNIT

FEEDBACK VOLTAGE

TJ = 25°C, No load 792 800 808
VFB Feedback voltage mV–40°C ≤ TJ ≤ 125°C, No load, 788 8124.5V ≤ VDD ≤ 7 V

IFB Feedback input bias current VFB = 0.9 V, VAVIN = VPVIN = 5 V 30 100 nA

SOFT-START

tSS Soft-start time VAVIN = VPVIN = 5 V 300 550 850 µs

Gm AMPLIFIER

Gm Transconductance(1) 10 µS

GBW Gain bandwidth product(1) 12 MHz

OSCILLATOR

fSW Switching frequency VFB > 0.7 V 1.00 1.25 1.50 MHz

fSWFB Minimum foldback frequency Startup/Overcurrent, VFB = 0 V 75 140 kHz

Foldback frequency slope(1) 0 V < VFB < 0.4 V 2200 Hz/mV

VFFB Frequency foldback VFB threshold voltage(1) 0.4 0.6 V

OVERCURRENT DETECTION

ICL Overcurrent threshold VAVIN = VPVIN = 5 V 2.1 2.6 3.1 A

tON Minimum on-time in overcurrent(1) 90 200 ns

HIGH SIDE MOSFET AND DRIVER

TJ = 25°C 250
RDS(on) Drain-to-source on-resistance mΩ

–40 °C ≤ TJ ≤ 125°C 250 550

DMAX Maximum duty cycle 90% 97%

ISWL MOSFET SW leakage current VPVIN = 10 V –10 –30 µA

IBOOST Boost current ISW = 100 mA, VAVIN = VPVIN = 5 V 0.5 1.0 mA

Boost diode voltage drop IDIODE ≤ 5 mA 0.9 V

UNDERVOLTAGE LOCKOUT (UVLO)

VON Turn-on voltage 3.6 3.8 4.0
V

VHYST Hysteresis voltage 0.4

IQ AVIN quiescent current 1.0 1.5 mA

THERMAL SHUTDOWN

Thermal shutdown voltage(1) 150
°C

Thermal hysteresis(1) –10

電気的特性 

（1）設計で確認されていますが、製品テストは行っていません。 
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A. 露出パッドによって、熱抵抗はθJC= 2°C/Wと低くなっています。 
B. 露出パッドをGNDに接続してください。 
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DRPパッケージ 
（底面図） 

TERMINAL
I/O DESCRIPTION

NAME NO.

デバイスの制御部への入力電源。このピンは、1µF以上の低ESRセラミック･コンデンサをIC直近に配置し、GNDにバイパスして 
ください。 AVIN 5 I

このピンは、ブートストラップされた電圧をPWM用のハイサイドMOSFETに供給し、ハイサイドMOSFETのゲートを入力供給レー 
ルより高いレベルで駆動できるようにします。このピンからSWピンに33nFのコンデンサを接続し、（オプションとして）このピン 
からPVINピンにショットキー･ダイオードを接続してください。 

BOOST 6 I/O

誤差増幅器への反転入力。閉ループ動作では、このピンの電圧は800mVの内部基準レベルです。スタートアップ時または異常発生 
時にはこのピンの電圧は、コンバータの動作周波数にも影響を及ぼします。このピンの電圧が0Vの時は、動作周波数は約140kHz 
です。このピンの電圧が0.6Vまで上昇する間は、動作周波数は約1.25MHzまで直線的に増加します。0.6Vを超えると、約1.25MHz 
に留まります。 

FB 1 I

GND 2 - デバイスのグランド接続 

PVIN 4 I このデバイスの電源部への入力。このピンは、容量が10µF以上の低ESRコンデンサを経由してGNDにバイパスしてください。 

内部のスイッチングMOSFETのソース接続。このピンを出力インダクタと外部のキャッチ･ダイオードに接続してコンバータのス 
イッチ･ノードを形成してください。 SW 3 I/O

表 1.  端子機能 
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代表的特性 
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フィードバック電圧　対　入力電圧（無負荷時） 
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発振器の周波数　対　フィードバック電圧 
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フィードバック電圧　対　接合部温度 
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発振器の周波数　対　入力電圧 



7

代表的特性 
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過電流　対　入力電圧 
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スイッチングMOSFETのオン抵抗　対　接合部温度 
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過電流　対　接合部温度（VIN = 5V） 
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詳細説明
TPS40222は、ハイサイドMOSFETスイッチを内蔵する固定

周波数PWMコントローラであり、最大1.6Aの負荷電流を必要
とする非同期コンバータ･アプリケーション用に設計されてい
ます。

フィードバック制御
出力電圧を安定化するために、周波数固定、電流モード制御

のアーキテクチャが採用されています。内部補償付きのトラン
スコンダクタンス誤差増幅器が抵抗デバイダで出力電圧を検出
し、検出結果を内部の高精度基準電圧0.8Vと比較します。比較
結果はPWMコンパレータの反転入力に供給されます。複合ノ
コギリ波電圧波形は、コンパレータ出力でPWM信号となる非
反転入力へとフィードされます。
ノコギリ波型ランプ信号を生成するために、スイッチング･

サイクルのON部分でハイサイドMOSFETによって負荷電流が
検出されます。検出された電流は分割され、PWM制御用ラン
プおよびパルス･バイ･パルスの電流制限を生成するために使用
される2つのトリミングされた抵抗バンクに供給されます。こ
の検出方法では、大電流パスに検出抵抗を使用する必要があり
ません。PWM制御用の負荷電流が、発振器のノコギリ波に比
例する信号およびDCバイアスの一部と合計され、複合ランプ
信号となります。

UVLO
AVIN電圧が約3.8Vを超えると、コンバータは内部回路によ

ってオンになります。このレベルより低い電圧では、内部発振
器はディスエーブルになり、内部MOSFETのバイアスはオフ
となります。

基準電圧
高精度バンドギャップ基準電圧0.8Vは1％にトリミングされ

ています。

電圧誤差増幅器
内部トランスコンダクタンス増幅器は、出力電圧の制御に使

用されます。増幅器の出力とグランドを接続する直列RC回路
（2MΩ、16pF）は、コンバータの補償回路として働きます。

発振器
内部発振器は、正常動作時は公称1.25MHzの周波数で動作し

ます。スタートアップ時はそれより低い周波数で動作を開始し、
出力電圧が上昇するにつれて、周波数は公称動作周波数へと上
昇します。FBピンの電圧が 0.6Vを超えると、切り換えポイン
トが発生します。0.6Vより高い電圧では、発振器は公称周波数
1.25MHzを維持します。
発振器ランプから生成される信号は、PWM制御用のスロー

プ補償を行うために使用されます。

ソフトスタート
TPS40222は、パワーオン時には誤差増幅器の非反転入力への

電圧をゆっくり上昇させます。この方法において、TPS40222は、
誤差増幅器の非反転入力への電圧が0.8Vに達するまで出力電圧
をゆっくり上昇させます。誤差増幅器の非反転入力の電圧は、
0.8Vに達するとその状態を維持します。
誤差増幅器の非反転入力の電圧が0.8Vに達するまでの時間は

スタートアップ後約550µsです。TPS40222の出力電圧の立ち上
がりレートは、コンバータの出力電圧を設定する抵抗デバイ
ダ･ネットワークによって決まります。
例えば、内部ソフトスタート時の立ち上がりレートは以下の

とおりです。

ここで、

● tssは標準的なソフトスタート時間550µsです。
出力電圧が1.2Vのコンバータの場合、出力で観測される立ち

上がりレートは以下のとおりです。

出力短絡保護
電流障害（短絡）保護は、スイッチングMOSFETがオン状態

の時その電流を検出し、検出結果をプリセットされた内部レベ
ルと比較することによって行われます。電流がこのレベルを超
えると、スイッチング･パルス幅が制限を受けて、出力電圧を
低下させます。出力電圧が低下すると、動作周波数も低下しま
す。これによって消費電力が抑えられます。
障害状態が長引き、出力電圧の低下が継続すると、ウォッチ

ドッグ回路が内部ソフトスタート･コンデンサを放電させ、コン
バータを効果的に遮断します。この期間が終了すると、コンバー
タはリスタートを試みます。

ブートストラップ
内部NチャネルMOSFETを駆動するために、ブートストラップ

（昇圧回路）が追加されており、これによってスイッチング･サ
イクル毎にMOSFETをドライブするのに十分なエネルギーを持
つ入力電圧より高い電圧ソースを提供します。スイッチング･サ
イクルのオフ部分（図9を参照）では、内部MOSFETはオフであ
り、SWノードの電圧はD1によってグランド･レベル以下にク
ランプされます。この時、入力電圧（内部BOOSTダイオードの
電圧降下だけ低い）はC2に印加され、このコンデンサを充電し
ます。内部MOSFETをオンにする指示があると、SWノードは
VINに向かって上昇し、BOOSTピンの電圧は約2×VINまで上昇
します。この電圧は、スイッチング･サイクルの残り期間に内
部MOSFETのオンを維持するため使用されます。

VREF
tSS

= 0.8 V
550 µs

(1)

VOUT
tSS

= 1.2 V
550 µs

(2)
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図 9.  標準的なアプリケーション 

電圧設定
フィードバック電圧が0.8Vであるので、式3を使って出力電

圧を設定できます。出力電圧を決定するには、都合の良い抵抗
値をR2として選んで、R1を計算します。

出力フィルタ（L1とC3）
ループ補償は内部で固定されおり、変更できないので、ルー

プの安定性は出力インダクタンスと出力容量を適切に選ぶこと
によってしか制御でません。この選択の簡単な説明および各種
のインダクタンス値と出力電圧値に対する50度の安全な位相マー
ジンを維持するために推奨する容量を表2に示します。この表
には、さらに–40℃での安定性に対するワーストケースと共に3
つの温度での50度の位相マージンに対する最小静電容量も示し

ます。表の値は詳細に検討されており、ユーザは値と値の間を
補間して特定の動作条件を見つけることができます。表内の値
は、位相補償にはワーストケースでもある全負荷を想定してい
ます。表の使用例として、2.2µHのインダクタを使用した出力
2.5Vのコンバータを考えてみましょう。表によると、–40℃と
いうワーストケース温度で50度を超える位相マージンを保証す
るには少なくとも15µFの出力容量が必要です。図10に示すよ
うにフィードバック部にリード･コンデンサ（CLEAD）を付加す
ると、この最小容量が26µFに増加し、閉ループ周波数が20％
増加します。

VOUT = VFB × (1 +
2

R1
R ) (3)
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INDUCTOR CMIN (µF)5-VIN RIPPLE fC (kHz) fC(kHz) fC(kHz) CLEADVALUE (PM > 50° atCURRENT (mA) TJ = –40°C TJ = 25°C TJ = 125°C VALUE (pF)(µH) –40 °C)

OUTPUT VOLTAGE VOUT = 3.3 V

1.8 Not Recommended(2)

9 125 101 68 omitted
2.2 340

21 285 247 92 270

12 98 77 52 omitted
3.3 230

28 144 112 67 330

15 80 62 41 omitted
4.7 160

38 111 85 52 470

16 74 58 38 omitted
5.6 140

40 103 79 47 470

OUTPUT VOLTAGE VOUT = 2.5 V

13 116 93 63 omitted
1.8 550

23 169 133 81 330

15 102 81 54 omitted
2.2 370

26 147 114 65 330

17 91 71 48 omitted
3.3 300

28 134 102 56 270

20 78 61 41 omitted
4.7 210

38 106 81 47 470

23 68 53 35 omitted
5.6 180

34 106 79 43 330

OUTPUT VOLTAGE VOUT = 1.8 V

20 105 84 56 omitted
1.8 580

30 137 109 68 470

21 100 80 54 omitted
2.2 470

32 129 101 62 470

25 86 67 45 omitted
3.3 320

35 115 88 53 470

30 72 56 37 omitted
4.7 220

39 99 75 44 470

33 65 51 34 omitted
5.6 190

40 94 71 41 470

OUTPUT VOLTAGE VOUT = 0.8 V

1.8 470 50 94 75 50

2.2 390 52 91 72 48

3.3 260 60 79 62 42 n/a

4.7 180 70 68 53 36

5.6 150 75 63 49 33
（1）図10を参照してください。 
（2）VOUT > 3.3Vの時は、2.2µH以上のインダクタを使用してください。.

表 2.  コンデンサの選択（1） 
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出力段の部品選択
ほとんどのアプリケーションで、ユーザは、図10に示すように、

まず出力電圧と負荷電流の要求を知った上でスタートします。
図10に示すように、トリミングされた基準電圧は内部で誤差

増幅器に接続されています。この誤差増幅器の入力バイアス電
流は無視できるので、フィードバック抵抗R1およびR2は、広
い範囲から選択できます。この制約を考慮して、R2として
10kΩを選択したので、その電流は80µAであり、誤差増幅器の
バイアス電流に比べれば十分に大きな電流です。したがって、
出力電圧は式4によって求まります。

ここで、

● R1 = 31.25kΩ

● R2 = 10kΩ

インダクタの選択
このデバイスの内部クロックの動作周波数は高いので小型の

安価なインダクタが利用できます。インダクタの材料としては
高周波数特性の良好なフェライトを選択します。各種のフェラ
イト･サイズに対するインダクタ飽和電流、インダクタンス値、
LSR（内部抵抗）などを掲載したカタログを発行している製造元
がいくつかあります。3.3V、1.5Aのアプリケーションの場合、
インダクタの飽和電流は、リップル電流の1/2と最大出力電流の

合計より多くなくてはなりません。インダクタの値によって
リップル電流が決まります。インダクが小さければ、良好な
過渡応答が期待でき、部品も小型で、安価となります。だだ
し、インダクタ値が低すぎると、出力容量のESRに高リップル
電圧を発生させる高リップル電流の原因となります。経験則に
よれば、高リップル電流を出力電流の30％より低くすべきです。
最初の計算で以下のようになります。

ここで、
● ∆Vは、入力電圧 –（インダクタとFETの内部のIR電圧降
下）–VOUT。

● ∆Iは、1.5Aの30％。
● tONは、（VOUT/（VIN× f））（だだしf = 1.25MHz）で決まる
オン時間。

これらの条件の下で、L = 1.55µH。
32mΩの内部抵抗で標準的な値2.2µHのインダクタを選ぶと、

オン時間に流れるピーク電流は1.66Aとなります。この値は、デ
バイスに内蔵の過電流制限値2.1Aより低く、安全です。

UDG-05095

R1
31.25 kΩ

Internal
VREF

800 mV

TPS40222

C0

2

3

5

4

AVIN

PVIN

FB

GND

SW

6

BOOST

+

L1
2.2 µH

R2
10 kΩ

CLEAD

VOUT
3.3 V
1.5 A

1

図 10.  出力段 

VOUT = 0.8 × (1 + R1
R2) = 3.3V (4)

L =
∆V × tON

∆ I
(5)
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コンデンサの選択
静電容量には突然の負荷変動に許容されるオーバーシュート

という制約があります。最悪ケースは、インダクタがtONパル
スを終了した直後に過渡負荷の開放が発生した場合です。この
時インダクタは最大電流で動作しています。出力負荷が突然な
くなると、インダクタ電流全部を出力コンデンサが吸収しなけ
ればなりません。出力電圧オーバーシュートの一般的な要求
「3.3Vで2％」では、仕様を満たすのに必要な最小容量は式（6）
で計算されます。

ここで、
● VOSは最大オーバーシュート電圧。
● LO = 2.2µH
● IO= 1.5A
● VO = 3.3V

この関係式を計算すると、必要な最小出力容量COは11µFと
なります。
もう1つの極端な負荷変動は、最小オン時間サイクルの開始直

後に発生する無負荷から全負荷への変動です。この時コントロー
ラは、インダクタから利用できる最小電流でサイクルの残り部分
の間この負荷を支えなければなりません。この例では、3.3V出力
での最小オン時間は528ns、オフ時間は800ns– 528ns = 272nsで
す。式(7)の関係式を使用して、

ここで、
● ∆VOUTは2％の規定の出力電圧降下。
● IO = 1.5A
● ∆t = 272ns

最小電圧リップルを達成するために低ESRセラミック･コン
デンサを使用します。例えば、1206（容量が22µF、ESRが2mΩ）
の6.3Vコンデンサが利用できます。
このように選択した部品は、位相マージン、すなわちシステ

ムの安定性に影響を与えます。例えば、出力容量を増やすとシ
ステムのクロスオーバー周波数が低下し、位相マージンが増大
します。図11は、このことを2つの大きく異なるインダクタの
場合の位相マージンを出力容量の関数とするグラフで図示した
ものです。このグラフによると、容量をある点より大きくする
と、追加容量が位相マージンを増加させるという利点を制限し
ています。この点を利用すると、出力容量にかかる費用を必要
以上に増やすことが避けられます。このグラフでもう1つ分か
ることは、インダクタンスを低くすることの利点です。この場
合、60度の位相マージンを得るのに必要な出力容量は20µFに
すぎません。
出力電圧は、全負荷を駆動するための等価出力抵抗を変化さ

せることによって位相マージンに影響を与えます。例えば、出
力電圧を高くすると、同じ位相マージンに対して全負荷抵抗が
高くなり、出力容量が低くなります。この効果の考え方を図12
に示しました。この図は、異なる出力電圧において50度の位相
マージンを得るために必要な最小容量をプロットしたもので
す。このグラフには、さらにインダクタンスを低くすることに
よって出力容量の低下が達成されることも示しています。
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フィードバック･ネットワークのR1に並列にリード･コンデン
サを付け加えることによって出力容量はさらに減少します。こ
のリード･コンデンサは、そのインピーダンスを出力LCネット
ワークの共振周波数で、抵抗値R1に等しくすることによって決
められます。リード･コンデンサの容量を計算するには式（8）を
使用します。

インダクタと出力負荷コンデンサの容量による共振周波数は、
式（9）で求めます。

キャッチ･ダイオード（D1）
キャッチ･ダイオードの選定はアプリケーション電流に依存し

ます。順方向電圧降下と接合部の静電容量が共に低いダイオー
ドを選んでください。順方向電圧降下が高すぎるダイオードあ
るいは接合部の静電容量が高いダイオードを選ぶと、コンバー
タの効率が低くなると同時にSWノードでのリンギングおよび
出力電圧のノイズがひどくなります。

入力フィルタ･コンデンサ（C1）
入力をバイパスするには、高品質の低ESRセラミック･コン

デンサを選んでください。控えめな設計の場合、コンデンサの
リップル電流定格はコンバータの負荷電流に等しくすべきです。

ブースト･コンデンサ（C2）
ブースト･コンデンサの大きさは、内部MOSFETをオンにす

るのに十分なエネルギーを保証するように決めます。ほとんど
のアプリケーションでは、容量が33nF～100nFのセラミック･
コンデンサを使用してください。

ブースト･ダイオード（D2）
アプリケーションによっては、内部ブートストラップ･ダイ

オードの電圧降下が、スイッチング･サイクル毎にブースト･コン
デンサを十分に充電するには大きすぎることがあります。この
ようなアプリケーションには、図13に示すショットキー･ダイ
オードD2を付加するとよいでしょう。

出力プリロード要求
DC/DCコンバータの正常なスタートアップのための要求と

して、スイッチングの起きる前にブースト･コンデンサC2の電
圧が十分に高くなることが挙げられます。ある種のアプリケー
ション、とりわけ出力電圧が3.3Vのアプリケーションや入力電
圧がゆっくり上昇するアプリケーションあるいは入力電圧が低
いアプリケーションでは、スイッチングの開始前にSWノード
をグランド･レベルに保持するためにコンバータに10mAの小さ
なプリロードを付加する必要があります。プリロードがないと、
出力電圧がレギュレーションに達しないことがあります。さら
にプリロードは、負荷が高負荷から無負荷に変わる時に出力で
オーバーシュートが大きくなりすぎることを防ぎます。

AVINフィルリング
アプリケーションによっては、不要なノイズを除いたり、負

荷レギュレーションを改善したりするためにRCフィルタを
AVINの入力に付加する必要があります（図14を参照）。R4=10Ω
およびC5=1µFを使用してください。C5の接地側はデバイスの
GNDピンのできるだけ近くに接続してください。

SWノード･スナバ
SWノードでの過度のリンギングを減衰させるために、D1と

並列にRCネットワークを追加することがあります。（図14参
照）。まず、R3=10ΩおよびC4=680pFを使用してみてください。
それから、リンギングが思いどおりに減衰する最小容量がわか
るまでC4を下げてください。

UDG-04132
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図 13.  ブースト･ダイオードの使用 

(8)CLEAD = 1
2 π × fR × R

fR = 1
2 π × ( 1

L × CO)
1
2

(9)
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UDG-04130
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図 14.  AVINフィルタとSWノードのスナバ 
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アプリケーション回路図

図15は、出力が1.2VのDC/DCコンバータにTPS40222を組み込
んだアプリケーションの例です。キャバシタンスの実効ESRを
削減するために入力と出力にそれぞれコンデンサを並列に接続
しています。
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図 15. VIN = 5V、VO = 1.2V DC/DCコンバータ 
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VOUT = 1.25 V
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REFERENCE VENDOR PARTQTY DESCRIPTION VENDOR NOTESDESIGNATOR NUMBER

C1A, C1B 2 Capacitor, 22 µF ceramic, 1206 Input bypass

High-frequency bypass, mountC1D 1 Capacitor, 0.1 µF ceramic, 0805 near VCC

C2 1 Capacitor, 33 nF ceramic, 0805 Bootstrap

C3A, C3B 2 Capacitor, 22 µF ceramic, 1206 Output capacitors

Snubber (optional - open if notC4 1 Capacitor, 680 pF ceramic, 0805 used)

Device input voltage filterC5 1 Capacitor, 1 µF ceramic, 0805 capacitor

D1 1 Diode, Schottky, 1 A RSX501L-20 ROHM Catch diode

L1 1 Inductor, 3.3 µH ELL6PV3R3N Panasonic Filter inductor

R1 1 Resistor, 5620 Ω, 1%, SMD, 0603 Voltage setting resistor

R2 1 Resistor, 10 kΩ, 1%, SMD, 0603 Voltage setting resistor

Snubber (optional - open if notR3 1 Resistor, 10 Ω, 10%, SMD, 0805 used)

Device input voltage filter (optionalR4 1 Resistor, 10 Ω, 10%, SMD, 0603 - short if not used)

Output pre-load (optional - open ifR5 1 Resistor, 120 Ω, 10%, SMD, 0805 not used)

TexasU1 1 PWM converter device TPS40222 Instruments

負荷電流別の出力電圧　対　入力電圧　 効率　対　負荷電流 
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表 3. 部品表 

アプリケーションの特性 

図 16
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代表的特性 

図 18.  スタートアップ波形 
t  – Time – 100 ns/div

図 19.  SWノード波形 
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UDG-04134
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図 21. ノイズフリー･レイアウトの確保 

プリント基板の推奨レイアウト
デバイス･パッドの設計
この6ピン･パッケージには、パッケージからの熱伝導のため

に設けた剥き出しのサーマル･パッドがあり、動作周囲温度は
このパッドがない場合より高くなります。パッド･エリア内に
ビアを3個設け、アナログ･グランド･プレーンに接続してくだ
さい。

プリント基板のレイアウト

DC/DCコンバータのレイアウトを設計する時は、ノイズフ
リー設計を心がけなければなりません。

● AC電流ループはできるだけ短くしなければなりません。
デバイスに対してC1による正常なフィルタリングを確保
するには、図の入力ループB（C1～U1～D1）を短くしなけ
ればなりません。スイッチング時にAVIN上のノイズ周波
数が高すぎると、負荷の増大に伴い全体的な安定性が低下
します。デバイスで観測されるノイズ･スパイクを減少さ
せるには、RCフィルタを推奨します（「アプリケーション
情報」の「AVINフィルタリング」を参照してください）。
スナバを付加することもあります。（「アプリケーション情
報」の「SWノードのスナバ」を参照してください）。

● 出力ループA（D1～L1～C3）もできるだけ小さくします。
ループ･エリアが大きすぎると、コンバータの出力のノイ
ズ性能が低下します。

● 大きなAC電流の通るトレースをグランド･プレーンに接続
しないようにしてください。代わりに、最上層のPCBト
レースをAC電流の通電に使用し、グランド･プレーンをノ
イズ･シールドとして使用してください。必要ならグラン
ド･プレーンを分割して、TPS40222やノイズに弱いエリア
（R1、R2）をノイズから遠ざけてください。

● SWノードはできるだけ物理的に小さくして、寄生静電容
量および放射ノイズを最小限に抑えてください。

● 出力電圧の安定化のためには、R1を負荷の近くに接続しま
す。また、R2～TPS40222（GND）の接続も同様に負荷の近
くに配置します。

● R1～R2接続部からTPS40222へのトレースは、SWノードの
ようなノイズ源やブースト回路から遠ざけます。

● TPS40222のGNDピンとサーマル･パッドは、「パッド設計」
で示したようにデバイスの下で互いに接続します。熱伝導
をよくするには、デバイスの真下のビアを使用して、サー
マル･パッドをプリント基板の反対側のグランド･プレーン
に接続します。
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Reel Width (W1)

REEL DIMENSIONS
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K0
W
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Pitch between successive cavity centers

Dimension designed to accommodate the component width

TAPE DIMENSIONS

K0  P1

B0 W

A0Cavity

QUADRANT ASSIGNMENTS FOR PIN 1 ORIENTATION IN TAPE

Pocket Quadrants

Sprocket Holes

Q1 Q1Q2 Q2

Q3 Q3Q4 Q4 User Direction of Feed

P1

Reel
Diameter

 
*All dimensions are nominal

Device Package
Type

Package
Drawing

Pins SPQ Reel
Diameter

(mm)

Reel
Width

W1 (mm)

A0
(mm)

B0
(mm)

K0
(mm)

P1
(mm)

W
(mm)

Pin1
Quadrant

TPS40222DRPR VSON DRP 6 3000 330.0 12.4 3.3 3.3 1.1 8.0 12.0 Q2

TPS40222DRPT VSON DRP 6 250 180.0 12.4 3.3 3.3 1.1 8.0 12.0 Q2

TPS40222DRPTG4 VSON DRP 6 250 180.0 12.4 3.3 3.3 1.1 8.0 12.0 Q2
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PACKAGE MATERIALS INFORMATION
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TAPE AND REEL BOX DIMENSIONS

Width (mm)

W L

H

 
*All dimensions are nominal

Device Package Type Package Drawing Pins SPQ Length (mm) Width (mm) Height (mm)

TPS40222DRPR VSON DRP 6 3000 346.0 346.0 33.0

TPS40222DRPT VSON DRP 6 250 210.0 185.0 35.0

TPS40222DRPTG4 VSON DRP 6 250 210.0 185.0 35.0
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重要なお知らせと免責事項
TI は、技術データと信頼性データ (データシートを含みます)、設計リソース (リファレンス デザインを含みます)、アプリケーションや
設計に関する各種アドバイス、Web ツール、安全性情報、その他のリソースを、欠陥が存在する可能性のある「現状のまま」提供してお
り、商品性および特定目的に対する適合性の黙示保証、第三者の知的財産権の非侵害保証を含むいかなる保証も、明示的または黙示的に
かかわらず拒否します。
これらのリソースは、TI 製品を使用する設計の経験を積んだ開発者への提供を意図したものです。(1) お客様のアプリケーションに適した 
TI 製品の選定、(2) お客様のアプリケーションの設計、検証、試験、(3) お客様のアプリケーションに該当する各種規格や、その他のあら
ゆる安全性、セキュリティ、規制、または他の要件への確実な適合に関する責任を、お客様のみが単独で負うものとします。
上記の各種リソースは、予告なく変更される可能性があります。これらのリソースは、リソースで説明されている TI 製品を使用するアプ
リケーションの開発の目的でのみ、TI はその使用をお客様に許諾します。これらのリソースに関して、他の目的で複製することや掲載す
ることは禁止されています。TI や第三者の知的財産権のライセンスが付与されている訳ではありません。お客様は、これらのリソースを
自身で使用した結果発生するあらゆる申し立て、損害、費用、損失、責任について、TI およびその代理人を完全に補償するものとし、TI 
は一切の責任を拒否します。
TI の製品は、 TI の販売条件 、 TI の総合的な品質ガイドライン 、 ti.com または TI 製品などに関連して提供される他の適用条件に従い提
供されます。TI がこれらのリソースを提供することは、適用される TI の保証または他の保証の放棄の拡大や変更を意味するものではあり
ません。 TI がカスタム、またはカスタマー仕様として明示的に指定していない限り、TI の製品は標準的なカタログに掲載される汎用機器
です。
お客様がいかなる追加条項または代替条項を提案する場合も、TI はそれらに異議を唱え、拒否します。
IMPORTANT NOTICE
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